Lagertyp 1N4448

Silizium-Epitaxial-Planar-Diode
Anwendungen: Extrem schneller Schalter

Besondere Merkmale:

® ® 1N 4148, 1N 4446, 1N 4448 auch als ,Gitebestéatigtes Bauelement” nach:

VG 95 288 lieferbar

Die elektrischen Daten entsprechen den Dioden:

1N4148 - 1N 914

1N 4149 - 1N 916
Abmessungen in mm
Kathode 41,6 20,55
—i .

26 3.9 f 26

1oe

1N 4446
1N 4447
1N 4448
1N 4449

- 1N 914B
- 1N 916A
- 1N 914B
- 1N916B

Normgehause
54 A2 DIN 41 880
JEDEC DQ 35

Gewicht max. 0,15 g

Bestempelung: Klartext oder JEDEC Farbcodierung

Absolute Grenzdaten
Periodische Spitzensperrspannung

Sperrspannung

StoBdurchlaBstrom
t =1ps

Periodischer DurchlaBspitzenstrom
DurchlaBstrom

DurchiaBstrom, Mittelwert
Ug= 0

Verlustleistung
I=4mm, T =45°C
T, =25°C

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich
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Wiarmewiderstand

Sperrschicht—Umgebung
=4 mm, 1, = konstant

KenngréBen
Tj = 25 °C, falls nicht anders angegeben

DurchlaBspannung

.= 5mA 1N 4448
IF= 10 mA 1N 4148, 1N 4149
= 20 mA 1N 4446, 1N 4447
f-= 30mA 1N 4449
IF =100 mA 1N4448
Sperrstrom
UR =20V
Ug=20V, Tj= 150 °C
Ug=75V
Durchbruchspannung
= 100 pA
Diodenkapazitét

Uy =0, f=1MHz, U, =50mV
1N 4148, 1N 4446, 1N 4448
1N 4149, 1N 4447, 1N 4449

Richtwirkungsgrad
Uype=2V,f=100 MHz

Ruckwértserholzeit
L=1k=10mA, i, =1mA
L=10mA U,=6V,
k=011, R =100Q
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